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【公開番号】特開2011-223043(P2011-223043A)
【公開日】平成23年11月4日(2011.11.4)
【年通号数】公開・登録公報2011-044
【出願番号】特願2011-173949(P2011-173949)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/32     (2010.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月9日(2012.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面を有するIII族窒化物基板と、
　１×１０７ｃｍ－２以下の貫通転位密度を有する第１導電型窒化ガリウム系クラッド層
と、
　第２導電型窒化ガリウム系クラッド層と、
　複数の井戸層および障壁層を含む量子井戸構造を有しており前記第１導電型窒化ガリウ
ム系クラッド層と前記第２導電型窒化ガリウム系クラッド層との間に設けられた活性領域
と
を備え、
　前記量子井戸構造は、４２０ｎｍ以上４９０ｎｍ以下の波長範囲内のピーク波長を有す
る光を発生するように設けられており、
　前記井戸層の各々は、アンドープＩｎＸＧａ１－ＸＮ（０＜Ｘ＜０．１４、Ｘは歪み組
成）領域を含み、
　前記障壁層は、アンドープＩｎＹＧａ１－ＹＮ（０≦Ｙ≦０．０５、Ｙは歪み組成、Ｙ
＜Ｘ）領域を含む、ことを特徴とする半導体発光素子。
【請求項２】
　主面を有するIII族窒化物基板と、
　１×１０７ｃｍ－２以下の貫通転位密度を有する第１導電型窒化ガリウム系クラッド層
と、
　第２導電型窒化ガリウム系クラッド層と、
　複数の井戸層および障壁層を含む量子井戸構造を有しており前記第１導電型窒化ガリウ
ム系クラッド層と前記第２導電型窒化ガリウム系クラッド層との間に設けられた活性領域
と
を備え、
　前記量子井戸構造は、波長４２０ｎｍ以上４９０ｎｍ以下の波長範囲内のピーク波長を
有する光を発生するように設けられており、
　前記井戸層の各々は、アンドープＩｎＸＧａ１－ＸＮ（０＜Ｘ＜０．１４、Ｘは歪み組
成）領域を含み、
　前記障壁層は、ｎ型ドーパントを含むＩｎＹＧａ１－ＹＮ（０≦Ｙ≦０．０５、Ｙは歪
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み組成、Ｙ＜Ｘ）領域を含む、ことを特徴とする半導体発光素子。
【請求項３】
　前記井戸層の厚さが４ｎｍ以上である、ことを特徴とする請求項１または請求項２に記
載された半導体発光素子。
【請求項４】
　前記第１導電型窒化ガリウム系クラッド層、前記活性領域および前記第２導電型窒化ガ
リウム系クラッド層を含む半導体領域は、前記III族窒化物基板の前記主面上に設けられ
ている、ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載された半導体発光素
子。
【請求項５】
　前記III族窒化物基板は貫通転位密度１×１０７ｃｍ－２以下である、ことを特徴とす
る請求項４に記載された半導体発光素子。
【請求項６】
　前記III族窒化物基板は貫通転位密度１×１０７ｃｍ－２以下である窒化ガリウム基板
である、ことを特徴とする請求項４に記載された半導体発光素子。
【請求項７】
　半導体発光素子を作製する方法であって、
　貫通転位密度１×１０７ｃｍ－２以下の窒化ガリウム系クラッド領域をIII族窒化物基
板上に成長する工程と、
　４２０ｎｍ以上４９０ｎｍ以下の波長範囲内のピーク波長を有する光を発生するように
設けられた量子井戸構造を有する活性領域を貫通転位密度１×１０７ｃｍ－２以下の窒化
ガリウム系クラッド領域上に形成する工程を備え、
　前記井戸層の成膜温度は前記障壁層の成膜温度より小さく、
　前記量子井戸構造の井戸層はアンドープＩｎＸＧａ１－ＸＮ（０＜Ｘ＜０．１４、Ｘは
歪み組成）領域を含み、
　前記量子井戸構造の障壁層はアンドープＩｎＹＧａ１－ＹＮ（０≦Ｙ≦０．０５、Ｙは
歪み組成）領域を含む、ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　半導体発光素子を作製する方法であって、
　貫通転位密度１×１０７ｃｍ－２以下の窒化ガリウム系クラッド領域をIII族窒化物基
板上に成長する工程と、
　４２０ｎｍ以上４９０ｎｍ以下の波長範囲内のピーク波長を有する光を発生するように
設けられた量子井戸構造を有する活性領域を前記窒化ガリウム系クラッド領域上に形成す
る工程を備え、
　前記井戸層の成膜温度は前記障壁層の成膜温度より小さく、
　前記量子井戸構造の井戸層はアンドープＩｎＸＧａ１－ＸＮ（０＜Ｘ＜０．１４、Ｘは
歪み組成）領域を含み、
　前記量子井戸構造の障壁層はｎ型ドーパントを含むＩｎＹＧａ１－ＹＮ（０≦Ｙ≦０．
０５、Ｙは歪み組成）領域を含む、ことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記井戸層の厚さが４ｎｍ以上であり、
　前記井戸層の厚さが１０ｎｍ以下である、ことを特徴とする請求項７または請求項８に
記載された方法。
【請求項１０】
　前記III族窒化物基板の貫通転位密度は１×１０７ｃｍ－２以下である、ことを特徴と
する請求項７～請求項９のいずれか一項に記載された方法。
【請求項１１】
　前記III族窒化物基板は貫通転位密度１×１０７ｃｍ－２以下である窒化ガリウム基板
である、ことを特徴とする請求項７～請求項１０のいずれか一項に記載された方法。


	header
	written-amendment

